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我々は、金属―半導体接触における表面プラ

ズモンポラリトン(SPP)の励起を利用して、屈

折率の高い(n>1.45)媒質を検出する化学センサ

ーを目指して研究を行っている。しかし、BK7
や石英プリズムと金属による Kretschmann 配

置を用いた全反射減衰法による化学センサー

へでは、2-4 ジクロロトルエン(C7H6Cl2, 屈折率

1.55)のように、BK7 や石英ガラスより大きな

屈折率を有する媒質の検出は困難である。そこ

で、本研究では屈折率が 3.32 と大きく、バン

ドギャップが 2.2eV で可視光領域に対して透

明である GaP に着目し、GaP と金属薄膜の接

触における界面での伝搬型 SPP の励起を利用

して、化学センサーへの応用を試みる。これま

でに、厳密波結合解析(RCWA)法によるシミュ

レーションと実験により、水やエタノールなど、

検出媒質の屈折率が 1.5より低い媒質について

は SPP の励起を確認した[1]-[3]。本研究では、屈

折率が 1.55 の 2-4 ジクロロトルエンで SPP 励

起ができることを確認したので、これについて

報告する。 
試料は両面を鏡面研磨した GaP 基板を用い

て、GaP 基板の片面に Au をスパッタで堆積さ

せ、Au の表面に 2-4 ジクロロトルエンを接触

させ、GaP 側から波長 635nm の赤色半導体レ

ーザーの光を照射して反射率の入射角度依存

性を調べた。Fig.1 に反射率の入射角度依存性

を厳密波結合解析（RCWA）法により計算した

結果を示す。27.9°が、GaP と 2-4 ジクロロト

ルエンの間の臨界角で、ここで反射率が急激に

大きくなり、31.5°で反射率が最も小さくなっ

た。また、31.5°での反射率は Au 膜厚が 50nm
のとき、最も小さくなった。この結果は、フレ

ネル係数を用いた計算結果とほぼ一致するこ

とがわかった。 
次に Fig.2 に Au 膜厚が 30nm のときの反射

率測定結果を示す。28.1°で反射率が急激に大

きくなり、31.1°で反射率が最も小さくなり、

シミュレーション結果と同様の結果が得られ

た。これらの結果から GaP と Au 界面で発生し

たエバネッセント波によって Au と 2-4 ジクロ

ロトルエンの界面で表面プラズモンポラリト

ンが発生しているものと考えられ、GaP は屈折

率が 1.5より高い媒質の検出に有効であること

が明らかになった。 
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Fig.1 The simulation results of the dependence 
of the reflectance on the incident angle. 

Fig.2 The experimental result of the dependence of the 
reflectance on the incident angle. (Au thickness: 30nm)

critical angle 28.1° 

SP resonant angle 31.1° 
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